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요약

내용 없음.

명세서

[발명의 명칭]

마이크로웨이브 가열재료

[발명의 상세한 설명]

본  발명은  마이크로웨이브  가열재료에  관한  것이다.  박  금속막(film)은  각종  식품을  가열하도록 마
이크로웨이브  에너지로  변환시킬  수  있다는  것은  주지되어  있다.  그런재료가  널리  사용되는 한용도
는 옥수수의 마이크로웨이브 포핑(뻥튀김)이다.

미국  특허  제4,398,994호  및  4,610,755호에  기재된  어떤  방법  등의  사용에  의해  통상  알루미늄인 그
런  박금속막이  중합체막으로  된  지지체위에  배치되고,  그런  박금속막의  따로따로의  조각들이 메탈라
이징된 중합체 시이트를 선책적으로 디메탈라이징하여 일반적으로 그위에 배치된다.

중합체  기판에  지지되어  있는  금속막에  마이크로웨이브  에너지가  가해지면,  뒤틀림이  일어나 금속막
은  비효과적으로  된다.  따라서  적당한  비전도성  열안정층에  플라스틱막을  적층하여  마이크로웨이브 
에너지 적용시 그런 뒤틀림이 일어나는 것을 방지할 필요가 있다.

미국 특허청의 시설에서 본 발명에 관해 조사를 행한바 다음의 선행기술이 나왔다.

3,984,598(사라진)

4,592,914(쿠겐벡커)

4,641,005(자이페르트)

4,661,671(마로스젝)

4,676,857(솨르등)

4,702,963(필립스등)

4,703,148(미쿨스키등)

4,716,061(윈터)

위에 추가하여 본원인은 미국 특허 제3,235,395호 및 제4,349,402호를 알고 있다.

미국특허  제3,325,395호  및  제4,349,402호에는  종이를  포함한  각종  기판에  금속을  피복하여 윤이나
는  코우팅을  형성시키기  위한  금속  트랜스퍼방법이  기재되어  있다.  이들  인용자료들은 마이크로웨이
브 에너지변환 금속막에의 있을 수 있는 응용가능성에 대해서는 언급하고 있지 않다.

미국특허  제3,984,598호에는  전기  부품에  사용될  수  있는  금속피복  적층물의  제조가  기재되어  있다. 
이것에도 역시 마이크로웨이브 민감막에의 응용 가능성은 언급되어 있지 않다.
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미국특허  제4,592,914호  및  제4,641,005호,  4,661,671호  4,702,963호,  4,703,148호  및 제4,716,061
호에는  마이크로웨이브  민감재의  층이  구조체내에  사용되어  있는  각종  식품용기가  기재되어  있다. 
여기에는  트랜스퍼  공정을  마이크로웨이브  민감층을  형성하는데  이용하는  것에  관해서는  언급이 없
다.

미국특허  제4,676,857호에는  마이크로웨이브  가열  재료의  제조방법이  기재되어  있다.  이  특허에 기
재된  과정에  있어서는  알루미늄  로울  리이프와  함께  고온  스탬핑  트랜스퍼  방법을  이용하여 유전물
질의  층위에  미리  선택된  금속팬턴을  배치한다.  사용된  금속은  그위에  입사된  마이크로웨이브 에너
지가 열에너지로 변화될 수 있을 만한 그런 두께이다.

본  발명에  따라,  박금속막이  중합체  기판으로부터  적당한  비전도성  열안정기판위로  트랜스퍼되면 마
이크로웨이브  에너지에  노출시켰을  때  훨씬  강력한  가열효과가  박금속막으로부터  얻어진다는  놀라운 
사실을 이제 발견했다.

이  효과의  이유는  알려져  있지  않으나  박금속막이  중합체  가판상에  지지되어  있으면,  비록  열안정성 
가판위에  적층되어  있다하더라도  마이크로웨이브  에너지의  영향하에  가열하면  중합체막의  어떤 약간
의  수축에  의해  금속막에  어떤  약한  뒤틀림이  도입되며  이  뒤틀림으로  그  효과가  감소하는  것으로 
생각된다.  일단  중합체  기판으로부터  트랜스퍼되면  그런  뒤틀림은  일어나지  않아  상당히  향상된 가
열효과가 얻어질 수 있는 것이다.

이  발견으로  인하여,  팝콘,  피자  및  프렌치후라이를  비롯하여  각종  식료품을  마이크로웨이브 가열하
는데 유용한 다수의 신규한 물질들을 본 발명에 따라 제공할 수 있게 된다.

따라서,  본  발명의  한  양태에  있어서,  비전도성  열안정  기판층,  상기  기판층위에  지지되어  있고 그
위에  입사되는  마이크로웨이브  에너지의  일부를  열에너지로  변환시틸  수  있을  만한  두께를  갖고 있
는 금속층,  및  기판층과 일치하고 금속층 및  가판층을 완전히 덮는 래커층으로 되어 있는 신규한 적
층 구조체가 제공된다. 

본  발명은  상기한  미국특허  제4,676,857호와  구별된다.  이  특허는  금속을  중합체  가판으로부터 트랜
스퍼함으로써(떨어져  있게함)  얻어지는  극적인  상승된  가열효과에  대한  언급을  전혀  하고  있지 
않다.  더욱이  본발명은  이  선행기술에  있어서는  필요했었던,  미리  선정된  패턴을  기판위에 형성시키
기 위한 고온 스탬핑 방법을 사용하지 않는다.

본  발명에서는  외부  래커층에  의해  덮혀진  종이  또는  판지와  같은  비전도성  열안정  기판층에 결합되
어 있는 열민감 두께의 금속층으로 되어있는 적층물이 제공된다.

본  발명의 적층물은 어떤 편리한 방법으로나 형성될 수  있다.  본  발명의 한  실시예에 있어서는 통상 
폴리에스테르인 중합체 가판에 우선 래커 또는 기타 편리한 재질이 피복된다.

통상  래커는  중합체  가판에  균일층으로서  도포된다.  그러나  래커는  패턴으로서  가판에  도포될  수도 
있다.  이  배열은 금속이 래커위에 놓여진 곳에서 발생된 열이 금속이 중합체 기판에 직접 부착된 곳
에서  발생된  열보다  더크게  발생되도록  같은  구조체내에서  상이산  정도의  가열을  얻을  필요가  있을 
때에 사용될 수 있다. 

원한다면,  먼저  어떤  원하는  그래픽으로  중합체  기판에  인쇄하고  그런  뒤  잉크위에  래커를  도포할 
수도  있을  것이다.  이  실시예에서는  그래픽의  중합체  기판에의  부착성을  향상시키기  위해  중합체 기
판을 먼저 처리할 수 있으며 기판은 그래픽이 중합체 기판을 통하여 보일 수 있도록 투명한 것이 보
통이다.

래커층은  중합체  막  기판상에  평활한  코우틴을  형성할  수  있고  그위에는  박금속층이  부착될  수  있는 
어떤 원하는 열민감 재료로 만들어질 수 있다. 적당한 재료에는 비닐 래커가 있다. 

래커는  열밀봉성  물질인  것이  바람직하고,  중합체  기판을  제거할  필요가  있는  경우에는  중합체 기판
에 대한 부착성이 불량한 재료일 수 있다.

그런  뒤  래커의  외부표면  위에  금속막을  형성시킨다.  사용된  방법은  사용된  금속에  합당한  어떤 편
리한  막형성  방법이다.  예컨대  알루미늄에  대해서는  통상적  증착이  가장  편리하다.  금속막은  박막의 
형태로서,  마이크로웨이브  에너지를  열에너지로  변환시킬  수  있는  어떤  전도성  금속으로  이루어져 
있다.금속막은 알루미늄, 구리 또는 스테레인스강으로 이루어질 수 있다.

래커에  도포되는  금속막의  두께는  금속막이  그위로  입사되는  마이크로웨이브  에너지의  일부를 열에
너지로  변화시킬  수  있는정도이어야  한다.  그  두께는  사용  금속에  따라  변경된다.  알루미늉에 대해
서는 대체로 금속막의 두께는 약 0.08 내지 약 0.8의 광학밀도에 대응하는 두께이다.

금속피복재료를  선택적으로  디메탈라이징하여  원하는  형태의  금속  패턴을  얻을  수  있다.  적당한 선
택적  디메탈라이징  과정은  상기한  미국특허  제4,398,994호,  4,552,614호,  4,610,755호에  기재되어 
있다.  그런다음  금속피복된  재료는  비전도성  열안정성  시이트에  부착된다.  이  부착은  열경화성 수지
와  같은  적당한  적층용  접착제를  사용하는  통상적  적층  공정에  의하여  구조용  섬유성  재질  특히 종
이 판지로된 사이트상에 행해진다.

금속막이  래커에  부착되어  있는  영역에  있는  결과적  적층물은  마이크로웨이브  에너지  인가시  중합체 
가판층에 직접 피복된 대응 금속막부분보다 더많은 열을 발생한다.

적층물은  그대로  사용될  수  있다.  그러나  적층물로부터  중합체  기판층을  분리시켜  이  중합체 기판층
을 후속 트랜스퍼 작업에 재사용할 수  있게 하는 것이 바람직하다.  금속위에 래커가 있고 이  금속이 
종이나  기타열안정층에  적층되어  있는  적층물은  중합체막에  직접  피복되어  있는  대응금속막보다  더 
큰 가열능력을 나타낸다. 적층물에는 원하는 그래픽이 인쇠될 수 있다.

본  발명의  적층물은  가열한  식품을  메탈라이징된  영역에  위치시키면서  단독으로  사용하거나  또는 포
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장 구조체내에 배치시켜서 식품을 가열하는 경우 다양한 목적에 이용될 수 있다.

본  발명의  한  실시예에서  적층물은  마이크로웨이브로  팝콘을  튀기거나  후렌치  후라이를  가열하기 위
한  패키지(package)로  형성될  수  있고  이  패키지의  오부는  금속부로,  그  내부는 내유지(grease-
proof paper)로 되어 있으며, 통상적으로는 금속은 소정의 그래픽이 그위에 인쇄되어 있다.

또  적층물은  패키지물질을  형성하는  다른  종이  시이크로  더  적층될  수  있다.  적층물은  길이방향으로 
간격을  둔  메탈라이징된  영역을  구비한  긴  스트립형태로  제공될  수  있으며,  그리고  이것은  패키지 
물질을  형성하는  추가적인  적층물을  형성하기  위하여  하나  또는  두  개  외부  종이시이트  사이에 적층
될  수도  있다.  이런식으로  긴  스트립은  마이크로웨이브  팝콘백에  상업적으로  사용되는  메탈라이징된 
중합체 막의 긴 스트립을 대체할 수 있다. 동일한 금속 두께에 의해 얻어진 열보다 열이 더 클뿐 아
니라 중합체 물질에 대해 종이로 대체함으로써 보다 저렴한 구조체가 제공될 수 있다.

더욱이  신규한  적충물은  어떤  편리한  적층  방법에  의하여  열경화  수지에서부터  종이  또는  판지의 맞
은편쪽위에  패턴화된  굼속막이  위에  입혀  있는  하나  또는  그  이상의  통상의  중합체  막에도  적층될 
수  있다.  이와  다르게  다른  방법으로  추가적  금속층은  제1측상에  형성된  것과  동일한  방식으로  종이 
시이트의  미피복된  쪽위에  제공될  수도  있다.  상기  두  경우에  금속필름은  그  위에  입사된 마이크로
웨이브 에너지의 일부분을 열에너지로 변환시킬 수 있는 두께의 것이다.

본  출원인이  “다층  가열소자(Multiple  Layer  Heating  Element)”란  명칭으로  1988년  7월  4일자로 
출원하여  현재  계류중인  영국  특허출원번호  제8815852.2호에  기재된  바와같이  복합금속막은  상승적 
가열효과(Synergistic  heating  effect)를  일으키며,  상기  출원낸용을  본  명세서의  내용에  참고로 포
함시켰다.

본  발명의  한  실시예에서는  적층물은  피자  껍질을  갈색화  시키면서  피자를  마이크로웨이브  에너지에 
의해  재가열시킬  수  있는  피자백(Pizza  bag)에  포함된다.  백의  하부  베이스는  피자파이  크기에 해당
하는  금속영역을  구비한  적층물로  형성되거나  적층물을  포함하는  한편  상부  백폐쇄부는 마이크로웨
이브  에너지를  반사하는  보다  두꺼운  금속층을  포함하는데,  알루미늄인  경우에는  광학밀도가  1.0 이
상이고,  하부베이스와  상부백  폐쇄부는  모두  중합체층으로  지지되거나  또는  종이층으로  지지되는 것
이  바람직하다.  이런  배치에  의하여  그안의  피자를  담은  백이  마이크로웨이브  방사에  노출될  때 보
다  두꺼운  금속층은  방사된  마이크로웨이브가  백의  상부를  통하여  피자로  통과하는  것을  방지함과 
아울러  방사를  더  백의  바닥으로  보냄으로써  적층물  내의  얇은  두께의  금속이  더  가열되는  것을 도
와주어서 피자를 가열하고 피자 껍질을 바삭바삭하게 한다.

본  발명에  따라  제공된  특히  후렌치  후라이  또는  이와  유사한  식품을  재조리하거나  또는  가열하는 
데  유용한  또  다른  특정  구조체에서  용기는  밀봉구역만  제외하고는  전체적으로  적층물로  형성되며, 
여기에서 식품은 그 표면과 닿지 않는 것이 통상적이므로, 상기 표면으로부터 금속은 생략된다.

생산품의  소정의  최종용도에  따라,  금속막의  광학밀도는  기판의  상이한  위치에  따라  변경될  수 있는
데,  예를들면  상술한  후렌치  후라이  백의  경우처럼  여러  이치에서  가열정도를  달리할  수  있다. 상이
한  고아학  밀도의  금속막을  제공하는  것은  1987년  2월  2일  출원된  미국특허출원번호  제010,182호에 
기술된  것처럼  스크리닝에  의해  달성될  수  있고,  이  미국특허출원의  개시사항은  참고자료로서  본 명
세서에  포함된다.  도한  상기한  것처럼  가열의  차등도는  종래의  메탈라이징된  중합체  막이  신규한 구
조체와 복합되어 있는 구조체를 제공함으로써 달성된다.

예컨대  피자용  가열  트레이가  제공된다고  하자.  입사되는  마이크로웨이브  에너지를  열에너지로 변환
하기에  충분한  금속두께를  가지고  있는  메탈라이징된  중합체  막은  종이에  적층된다.  그다음  이 적층
물은  주위의(peripheral)  메탈라이징된  영역과  외부중합체층을  가지고  있는  본  발명의  적층물의 종
이쪽에  적층되고,  그후  이  외부  중합체층은  제거된다.  복합적층물은  딱딱한  카드기판에  부착된 래커
상에 적층된다. 그러므로, 최종 적층물은 환형의 금속을 덮는 피자크기에 상당하는 금속환을 
갖는다.

이러한  방법에서는  마이크로웨이브  에너지를  적용할때  피자를  차별적으로  가열하기  위하여  베이스의 
중앙영역에서보다  외면영역에서  보다  큰  열이  생성되므로,  피자  껍질은  바삭바삭하고  피자의  속은 
균일한 온도인 마이크로웨이브 재조리 피자가 제조된다.

[실시예]

알루미나이징된  중합체  막의  시료를  종이기판에  적층하여  마이크로웨이브  에너지에  노출시켰으며, 
이 시료에서 금속막의 광학밀도는 0.25이었다.

적층물을,  중합체  막층을  폴리비닐금속층으로  코팅하고,  이  비닐래커층을  0.27  내지  0.35의 광학밀
도로  알루미나이징하고,  이  알루미늄층을  종이기판에  적층하고,  이  중합체막층을  제거함으로써 형성
하였다. 이 적층물은 마이크로웨이브 에너지에 노출시켰다.

동일한  시간동안  동일한  세기의  마이크로웨이브  에너지에  두  구조체를  노출시킴으로써  얻은  온도를 
다음표에 표시한 것처럼 대비하였다.
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[표]

이  데이터로부터  알수  있는  것처럼,  본  발명에  따른  적층물은  종래기술의  구조체보다 마이크로웨이
브 에너지로부터 보다 많은 열을 생성시킬 수 있다.

본 발명의 개시사항을 요약하면 다음과 같다.

본  발명은  마이크로웨이브  에너지를  열에너지로  변환시킬  수  있는  두께이고  지지종이,  판지  또는 기
타  다른  유전재료의  기판에  적층되고  중합체막기판으로부터  트랜스퍼에  의해  형성된  전도성  금속의 
박막으로 이루어진 신규한 적층물 배열체를 제공한다.

본 발명의 범위내에서 변경은 가능한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

(a)  비전도성,  열안정성  기판층,  (b)  그위에  입사되는  마이크로웨이브  에너지의  일부를  열에너지로 
변환할  수  있는  두께를  가지고  있고  기판층위에  지지되어  있는  금속층,  (c)  금속층과  기판층을  덮는 
래커층으로 이루어진 것을 특징으로 하는 적층물 구조체.

청구항 2 

제1항에  있어서,  래커층이  금속층과  기판층과  일치되며  이  두층을  완전하게  덮는  것을  특징으로 하
는 적층물.

청구항 3 

제1항  또는  제2항에  있어서,  중합체물질의  층이  기판층과  일치하게  구비되어  있고  금속층과 래커층
을 완정하게 덮는 것을 특징으로 하는 적층물.

청구항 4 

제3항에 있어서, 그래픽이 중합체물질층과 래커층 사이에 제공되어 있는 것을 특징으로 하는 
적층물.

청구항 5 

제1항 또는 제2항에 있어서, 금속층이 패턴화되어 있는 것을 특징으로 하는 적층물.

청구항 6 

제1항  또는  제2항에  있어서,  금속은  광학밀도가  0.08  내지  0.8인  알루미뉴인  것을  특징으로  하는 적
층물.

청구항 7 

제1항  또는  제2항에  있어서,  종이형태의  기판층의  긴  스트립은  그위에  금속층의  길이방향으로 이격
된  영역을  가지고  있고,  래커층은  기판층과  일치하여  종이층에  적층되어  있는  것을  특징으로  하는 
적층물,

청구항 8 

제1항  또는  제2항에  있어서,  기판층은,  그위에  입사되는  마이크로웨이브  에너지의  일부를 열어네지
로  변환할  수  있는  두께의  금속막을  포함하는  중합체  막층에  적층되어  있는  것을  특징으로  하는 적
층물.

청구항 9 

제1항  또는  제2항에  있어서,  기판층은  입사되는  마이크로웨이브  에너지의  일부를  열에너지로  변환할 
수 있는 두께의 금속층을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 적층물.

청구항 10 

(a)  래커층을  중합체기판에  도포하는  공정,  (b)  입사되는  마이크로웨이브  에너지를  열에너지로 변환
할  수  있는  두께의  금속막을  래커층의  외부표면상에  형성하는  공정,  (c)  금속막을  비전도성이면서 
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열안정성인 층에 적층하는 공정으로 구성된 것을 특징으로 하는 적층물 구조체의 형성방법.

청구항 11 

제10항에  있어서,  금속층을  그  위헤  입사되는  마이크로웨이브  에너지를  열에너지로  변화하기에 충분
한 두께로 중합체 기판과 일치하도록 래커층위에 부착하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 12 

제11항에  있어서,  열안정성층에  적층하기  전에  래커층상에  금속패턴을  제공하기  위하여  금속층을 선
택적으로 디메탈라이징하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 13 

제10항  내지  제12항중  어느한항에  있어서,  중합체기판을  래커층으로부터  후속하여  제거하는  것을 특
징으로 하는 방법.

청구항 14 

제13항에  있어서,  비전도성이며  열안정성인  시이트는  종이이고  래커층을  중합체기판의  제거에 후속
하여 제2종이층에 적층하는 것을 특징으로 하는 방법.
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